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【はじめに】宇宙用の太陽電池は放射線（陽子線、電子線）に強いことが求められる 1)。今回は宇宙
用太陽電池に使用される、p型 Si結晶の製造方法（FZ 法、MCZ 法、CZ 法）の違いによる耐放射線
性を調べるため、それぞれの試料に 10MeV 陽子線を照射したときの多数キャリヤ密度（正孔密度）
の減少について評価する。 
【実験方法】FZ 法、MCZ 法、CZ 法により製造された、10Ωcmの Bドープ p型 Siに、10MeVで
3x1012、1x1013、3x1013、6x1013、1x1014  cm-2 の陽子線照射した試料についてホール効果測定を行
い、正孔密度の温度依存性を得た。 
【実験結果】図は 300K における各試料の正孔密度を示している。これより、各照射量において FZ
法の試料がもっとも正孔密度の減少が少ないことがわかる。また、放射化分析法で測定された酸素濃
度は FZ 法、MCZ 法、CZ 法でそれぞれ 1.1x1015、1.6x1017、5.3x1017 cm-3である。これらのことよ
り、陽子線を照射したときの正孔密度の減少は酸素濃度に関係していることが考えられる。 
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